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Predmluva

Tato je uréena vSem ctenafum, ktefi se zabyvaji elektronickymi prvky tedy
elektronickymi soucastkami. Kromé popisu klicovych soucastek nechybi ani doplnéni
fyzikalnich zakladd, které umozni Iépe pochopit jejich princip a také pfiklady praktického
pouZziti.

Prvni dvé kapitoly jsou vénovany fyzikalnim zakladdm polovodi¢d. Probiraji se
pasové diagramy, vlastni a nevlastni polovodice, vedeni proudu v polovodicich, injekce,
generace a rekombinace nosicu naboje.

Kapitoly 3 a 4 probiraji PN prfechod, ktery je zakladem vSech polovodi¢ovych
soucastek. Jsou diskutovany pojmy: difuzni napéti, Shockleyho rovnice, bariérova a
difuzni kapacita a prakticka provedeni diod. Dale jsou vysvétleny diody PIN, stabilizacni
diody, tunelova dioda, pfechod kov — polovodi¢ (Schottkyho dioda) a pouziti diod pro
spinaci aplikace.

Kapitoly 5 az 7 probiraji tranzistory. Nejdfive se probiraji bipolarni tranzistory
(NPN a PNP), nasledné tranzistory fizené elektrickym polem (JFET a MOSFET). Kromé
fyzikalnich principd jsou uvedeny jejich charakteristiky, modely, obvody pro nastaveni a
stabilizaci pracovniho bodu, zesilovaci stupné, spinaci aplikace a technologie vyroby
s ohledem na cilové parametry. TéZ je diskutovana otadzka chlazeni, prvni a druhy
priraz a prfepinaci ztraty.

Osma kapitola uvadi ostatni spinaci soucastky: diak, tyristor, GTO tyristor, IGCT,
MCT, triak, transil, trisil a IGBT.

Devata kapitola je vénovana operac¢nim zesilova¢im. Jsou uvedeny a vysvétleny
zakladni vlastnosti (zesileni oteviené smycky, vstupni a vystupni odpor, Sifka pasma,
rychlost prfebéhu, vstupni ofsety). Je diskutovana zpétna vazba a pouziti zaporné
zpétné vazby je dokumentovano na pfikladu invertujiciho a neinvertujiciho zesilovace.

Desata kapitola je zamérfena na soucastky rfizené neelektrickymi velicinami.
Jedna se o optoelektronické soucastky (LED, laserova dioda, fotorezistor, fotodioda,
fototranzistor, optrony, zobrazovaci prvky), termistory a soucastky fizené magnetickym
polem.



